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Min Max Min Max
A 0.900 1.150 0.035 0.045
Al 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 0.900 1.050 0.035 0.041
b 0.300 0.500 0.012 0.020
c 0.080 0.150 0.003 0.006
d 0.950 TYP 0.037 TYP
d1 1.800 2.000 0.071 0.079
E 2.800 3.000 0.110 0.118
1.200 1.400 0.047 0.055
F1 2.250 2.550 0.089 0.100
L 0.550 REF 0.022 REF
L1 0.300 0.500 0.012 0.020
0 0° 8° 0° 8°
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Min. Max. Min. Min. Min. Max. Min. Min.
A 0.1732 0.1811 4.40 4.60 F 0.0583 0.0598 1.48 1.52
B 0.1594 0.1673 4.05 4.25 G 0.1165 0.1197 2.96 3.04
C 0.0591 0.0663 1.50 1.70 H 0.0551 0.0630 1.40 1.60
D 0.0945 0.1024 2.40 2.60 | 0.0138 0.0161 0.35 0.41
E 0.0141 0.0201 0.36 0.51
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TO-92 #H#5E 5~~F (Bulk Packing)
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Min Max Min Max
A 4.450 4.650 0.175 0.183
B 4.400 4.600 0.173 0.181
c 13.50 14.50 0.531 0.571
d 0.420 0.480 0.017 0.019
e 0.365 0.395 0.014 0.016
f 1.070 1.470 0.042 0.058
fl 2.440 2.640 0.096 0.104
G 3.300 3.700 0.130 0.146
Gl 1.200 1.300 0.047 0.051
01 5° TYP 5° TYP
02 2°TYP 2°TYP
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Min Max Min Max
A 4.450 4.650 0.175 0.183
B 4.400 4.600 0.173 0.181
c 13.50 14.50 0.531 0.571
d 0.420 0.480 0.017 0.019
e 0.365 0.395 0.014 0.016
f 2.050 2.950 0.081 0.116
G 3.300 3.700 0.130 0.146
Gl 1.200 1.300 0.047 0.051
h 10.00 12.00 0.394 0472
01 5°TYP 5°TYP
02 2°TYP 2°TYP
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